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【はじめに】GaAs上の InAs量子ドットはキャップ層を GaAsから InGaAsに変えることで発

光波長がレッドシフトすることが報告されており[1]、1.3 μmや 1.55 μmの光通信帯域での応

用が待たれている。前回の応物ではキャップ層の InGaAsで歪緩和が起こることによりドット

の発光波長がレッドシフトすることを報告した[2]。そこで今回は InGaAs キャップ層を薄く

し、歪を軽減した時のドット発光波長の変化を調べた。 

【実験】GaAs(001)にバッファ層成長後、600℃でアニールし、基板温度 500℃で InAs 量子ド

ットとキャップ層を成長した。InAs層は In流量が 0.021 ML/s、As4流量が 1.0 ML/sで 2.5 ML

成長した。キャップ層は InGaAsを 9、30 nm成長した。InGaAs の In組成は 7 %である。これ

らのサンプルに関して励起波長 780 nm、励起光強度 2 W/cm
2、温度 4 K で PL測定を行った。 

【結果】埋め込む前のドットの平均高さは AFM像から 6.2 nmであった。図 1の PLの結果から

InGaAsの膜厚が 9 nmの方がレッドシフトしていることがわかる。図 2 (b)に示すように 9 nm

キャップした時はホールが観察された。GaAsキャップでも同様に薄膜時にホールが観察され、

ドットの発光波長が変化することが報告されている[3]。この報告などを基に InGaAs キャッ

プの成長の仕方及びキャップ層膜厚のドット発光波長への影響について議論する。 
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図 1．キャップ層を変化させたとき     図 2．ドットを InGaAs (a) 30 nm、(b) 9 nmで 

のドットの発光              キャップした時の AFM像 
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